
В процессе работы над данным проектом возникла следую щ ая задача. 
Предлагается рассматривать совместно оптимизацию  сигнально-кодовых 
конструкций и синхронизирую щ их последовательностей. Для систем связи с 
блоковыми помехозащ ищ ёнными кодами для 4-х битов данных и 
следую щ ими непреры вно без пауз синхропосы лками в каждом кадре 
передаваемых данны х. Цель -  оптимизация системы синхронизации для 
больш ей помехозащ ищ ённости и нахождение наихудш его сочетания 
предаваемы х данны х с вы бранной синхропосы лкой для каждого их 
сочетания. Критерий -  м инимизация наибольш его побочного максимума 
синхронизации или его отнош ения к  величине истинного максимума. 
И сследование проводилось в пространстве Хэмминга, т.е. без модуляции. 
Сравнивались различные сочетания кодов, например, тривиальный, с 
проверкой на чётность (5, 4 , 2 ), код  Х эм м инга (7, 4 , 3), расширенный код 
Хэмминга (8, 4 , 4 ), код БЧХ (15, 7 , 5). В качестве синхропосылок 
рассматривались коды Баркера длиной 7, 11, 13 бит; М-последовательности: 
длиной 15 бит с порож даю щ им многочленом 1+х+х4 и длиной 31 битс 
порождаю щ им многочленом  1+х2+х5. М етод исследования -  полный 
перебор. О сновная идея -  в  доступной литературе качество 
синхропоследовательностей оценивается по их линейной свёртке с самой 
собой, дополненной необходимым количеством нулей слева и справа. При 
этом в случае тривиального кодирования возможна ситуация образования 
побочного максимума В К Ф  в месте как «неблагоприятного» сочетания 
данны х, так и в месте, образованном сочетанием части синхропосылки и 
примы каю щ их к ней данны х, равного по  величине настоящ ему максимуму. 
Наилучш ая пара по результатам исследования -  М-последовательность 
длиной 31 бит с  расш иренным кодом Х эм м инга (8,4 ,4 ) .
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В работе приводятся экспериментальны е данны е высокочастотного 
ключевого устройства с двум я частотны ми гистерезисны ми зонами (рис. 1).



О сновой устройства служ ит параллельны й колебательный LC-контур. 
И збирательность параллельного колебательного LC-контура можно резко 
повы сить, если  его  вклю чить м еж ду базой и эмиттером  биполярного 
транзистора, а  вы сокочастотное напряж ение подать на коллектор через 
конденсатор относительно эмиттера транзистора. Такая схема на высоких 
частотах (свы ш е 300  кГц) вы полняет роль формирователя 
частотнозависим ы х динам ических параметров: отрицательного активного 
сопротивления и  нелинейных индуктивности и  емкости, которые 
вклю чаю тся параллельно колебательному LC-контуру. Выходное 
вы сокочастотное напряж ение и вых1 сним ается с колебательного контура, а 
детектированное напряж ение и выХ2 -  с  эм иттера транзистора (при включении 
в цепь эм иттера R C -фильтра).

В ы сокая частотная избирательность определяется тем, что для 
частот напряж ения U~, проходящ их полосу пропускания Af=fB f H 
параллельного колебательного контура, потери в  нем компенсируются 
внесением  отрицательного активного сопротивления в  момент отпирания 
транзистора, увеличиваю щ его добротность для составляющ их, уровень 
которы х вы ш е величины  порога отпирания транзистора. Н а резонансной 
частоте параллельного колебательного контура амплитудны е и  фазовые 
соотнош ения наиболее благоприятны для возникновения больших 
колебаний, а на границах полосы пропускания наблю дается срыв колебаний 
в результате запирания транзистора. У ровни порогов включения и 
вы клю чения зависят о т  тип а транзистора. Например, для германиевого 
транзистора порог вклю чения составляет в среднем  10 мВ. П ри амплитуде 
напряжения н а  колебательном  контуре менее указанного значения 
транзистор закры т и вы ходное напряж ение U BbIX|, которое определяется 
величиной парам етров схемы и паразитной ем костью  коллекторного р-п 
перехода, минимально. Е сли  ам плитуда напряж ения на колебательном 
контуре превы ш ает значение напряж ения порога откры вания, транзистор 
откры вается, вы ходное напряж ение U nk„i становится максимальным.

Так как в процессе откры вания транзистора в схеме формирую тся 
нелинейны е динам ические параметры , вольтамперная характеристика 
колебательного LC-контура обладает двум я гистерезисны ми зонами, 
располож енны ми в  областях ниж них fm - fm  и верхних fBr  fB2 частот 
относительно резонансной частоты LC-контура (рис. 2 ). Н а  рис. 3 приведена 
ам плитудно-частотная характеристика, полученная на АСЧХ.

В эксперим енте для колебательного контура использованы элементы 
со следую щ ими параметрами: L—41мкГн; С =3600пФ . П ри этом в режиме 
«вклю чено» и вых| представляет собой синусоидальное напряжение с 
резонансной частотой 415 кГц, а и вых2 -  видеоимпульс. С ледует отметить, 
что  наличие двух  гистерезисны х зон  на частотах fHr  fm  и fB]- fB2 позволяет



использовать это устройство в  качестве динамического элемента памяти, по 
амплитуде и по частоте вы сокочастотного напряжения.
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Рис. 2. Амплитудно-частотная 
характеристика ключевого элемента

Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика клю че» 
элемента:
I -  при включенном транзисторе;
2- при выключенном транзисторе
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